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(57) Abstract: The invention relates to a method for manufacturing a composite structure comprising a thin layer of monocrystalline SiC
arranged on a carrier substrate of polycrystalline SiC, the method comprising: - a step of providing an initial substrate of monocrystalline
silicon carbide, - a first deposition step at a temperature greater than 1000°C to form an intermediate layer of polycrystalline silicon
carbide on the initial substrate, the intermediate layer having a thickness greater than or equal to 1.5 micrometres, - a step of ion
implantation of light species through the intermediate layer to form a fragile plane embedded in the initial substrate, forming the
boundary of the thin layer between the embedded fragile plane and the intermediate layer, - a second deposition step at a temperature
greater than 1000°C to form an additional layer of polycrystalline silicon carbide on the intermediate layer, the intermediate layer and
the additional layer forming the carrier substrate, a separation along the embedded fragile plane being carried out during the second
deposition step.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'une structure composite comprenant une couche mince en carbure
de silicium monocristallin disposée sur un substrat support en carbure de silicium poly-cristallin, le procédé comprenant: - une étape
de fourniture d'un substrat initial en carbure de silicium monocristallin, - une premiere étape de dépot a une température supérieure
a 1000°C pour former une couche intermédiaire en carbure de silicium poly-cristallin sur le substrat initial, la couche intermédiaire
présentant une épaisseur supérieure ou égale a 1,5 microns, - une étape d'implantation ionique d'espéces 1égéres a travers la couche
intermédiaire, pour former un plan fragile enterré dans le substrat initial, délimitant la couche mince entre ledit plan fragile enterré et la
couche intermédiaire, - une deuxie¢me étape de dépdt a une température supérieure a 1000°C pour former une couche additionnelle en
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carbure de silicium poly-cristallin sur la couche intermédiaire, ladite couche intermédiaire et 1a couche additionnelle formant le substrat
support, une séparation le long du plan fragile enterré s'opérant au cours de la deuxi¢me étape de dépot.



